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FISA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Institutia de invatamant superior Universitatea VALAHIA din Targoviste

1.2 Facultatea/Departamentul Inginerie Electrica, Electronica si Tehnologia Informatiei

1.3 Departamentul Electronica, Telecomunicatii si Inginerie Energetica

1.4 Domeniul de studii Inginerie Electronicd, Telecomunicatii si  Tehnologii
Informationale

1.5 Ciclul de studii Licenta

1.6 Programul de studii/Calificarea Tehnologii si Sisteme de Telecomunicatii

2. Date despre disciplind

2.1 Denumirea disciplinei Modele SPICE 2
2.2 Titularul activitatilor de curs Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU
2.3 Titularul activitatilor de seminar/laborator Dr. ing. Alexandru Marius DINCA
2.4 Anul de studiu Il 2.5 Semestrul 1 2.6 Tipul de evaluare C 2.'7 .Re.g'”.”“' B D
disciplinei
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
351 Itlunja[ de ore pe 4 |din care: 3.2 curs 2 |3.3 seminar/laborator 1S/1L
saptamana
?'4VT9taIA ore din planul de 56 |din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
invatamant
Distributia fondului de timp Ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notite 29
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 14
Pregatire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 20
Tutoriat 2
Examinari 4
Alte aCtiVItati «vveneeeeieii e -
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numarul de credite 5
4. Preconditii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum Componente si circuite pasive, Dispozitive electronice, Circuite
electronice fundamentale, Modele SPICE 1
4.2 de competente
5. Conditii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfasurare a cursului Videoproiector, tabla inteligenta, tabla alba

5.2 de desfasurare a seminarului/laboratorului Software — Orcad Lite 16.6
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6. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

6.1 Obiectivul general al disciplinei Dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor necesare modelarii si simularii
dispozitivelor semiconductoare si circuitelor electronice, prin utilizarea
modelelor SPICE, a metodelor de determinare a parametrilor de model si
a instrumentelor software specializate, in vederea analizei comportarii
statice, dinamice si in frecventa a circuitelor electronice.

6.2 Obiectivele specifice - Cunoasterea principiilor, structurilor si parametrilor modelelor SPICE
pentru diode semiconductoare, tranzistoare bipolare, tranzistoare cu
efect de camp cu grild jonctiune si tranzistoare MOS.

- Dezvoltarea aptitudinilor de analizd si calcul al circuitelor electronice
cu dispozitive semiconductoare, prin determinarea punctelor statice
de functionare si a parametrilor de semnal mic.

- Insusirea metodelor de extragere, configurare si verificare a
parametrilor modelelor SPICE, utilizdnd caracteristicile electrice ale
dispozitivelor si instrumentele software dedicate.

- Dezvoltarea capacitdtii de simulare si interpretare a comportarii
circuitelor electronice n curent continuu, curent alternativ si regim
tranzitoriu, prin utilizarea OrCAD/PSpice si Micro-Cap.

7. Rezultatele invatarii

7.1 Cunostinte (Rezultatul asimilarii de informatii prin invatare. Cunostintele reprezintd ansamblul de fapte, principii,
teorii si practici legate de un anumit domeniu de munca sau de studiu. Pot fi teoretice si/sau faptice)

- C1. Studentul/absolventul descrie si explica principiile de functionare, caracteristicile electrice si modelele
echivalente de semnal mare si semnal mic ale diodelor semiconductoare, tranzistoarelor bipolare,
tranzistoarelor cu efect de cdmp cu grila jonctiune si tranzistoarelor MOS, precum si principiile modelarii si
simuldrii acestora in SPICE.

- C2. Studentul/absolventul identifica si explica parametrii modelelor SPICE, metodele de extragere a
acestora si tipurile de analiza in curent continuu, curent alternativ si regim tranzitoriu, coreland
caracteristicile dispozitivelor semiconductoare cu rezultatele simularii circuitelor electronice.

7.2 Aptitudini (Capacitatea de a aplica cunostinte si de a utiliza know-how pentru a duce la indeplinire sarcini si a
rezolva probleme. Aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicadnd utilizarea géndirii logice, intuitive si
creative) sau practice (implicdnd dexteritate manuala si utilizarea de metode, materiale, unelte si instrumente))

- Al. Studentul/absolventul analizeazd si calculeaza circuite electronice cu diode, tranzistoare bipolare si
tranzistoare cu efect de cdmp, determinand punctele statice de functionare, amplificarile si rezistentele de
intrare si iesire.

- A2. Studentul/absolventul selecteaza si configureazd modele SPICE adecvate dispozitivelor
semiconductoare, determind parametrii acestora pe baza caracteristicilor electrice si verificd concordanta
dintre model si comportarea dispozitivului.

- A3. Studentul/absolventul realizeazd simuldri SPICE ale dispozitivelor si circuitelor electronice, utilizand
analize in curent continuu, curent alternativ si regim tranzitoriu, si interpreteaza rezultatele obtinute
pentru evaluarea functionarii circuitelor.

- A4. Studentul/absolventul utilizeaza instrumente software precum OrCAD/PSpice si Micro-Cap pentru
descrierea circuitelor, extragerea parametrilor de model, configurarea analizelor si verificarea rezultatelor
prin comparatie cu calculele teoretice.

7.3 Responsabilitate si autonomie (Capacitatea cursantului de a aplica in mod autonom si responsabil cunostintele si
aptitudinile sale)

- RA1l. Studentul/absolventul isi asuma responsabilitatea pentru corectitudinea modelelor utilizate, a
parametrilor introdusi si a rezultatelor calculelor si simuldrilor, respectadnd cerintele tehnice si procedurile
de lucru.

- RA2. Studentul/absolventul demonstreaza autonomie in selectarea modelelor si metodelor de analiz3,
identificarea erorilor de simulare si ajustarea parametrilor pentru obtinerea unor rezultate coerente cu
functionarea dispozitivelor si circuitelor electronice.

- RA3. Studentul/absolventul colaboreaza eficient in activitatile de analiza si simulare, isi asuma sarcinile
repartizate si prezintd clar si argumentat modelele utilizate, rezultatele obtinute si concluziile formulate.

7.4 Arii de invatare EUR-ACE
- Cl — Cunoastere si intelegere: cunoasterea principiilor de modelare a dispozitivelor semiconductoare, a
caracteristicilor si parametrilor modelelor SPICE si a metodelor de analiza si simulare a circuitelor
electronice.
- Al — Analiza inginereasca: analiza circuitelor cu dispozitive semiconductoare, determinarea parametrilor de
functionare, extragerea si verificarea parametrilor modelelor SPICE si interpretarea rezultatelor simuldrilor
in curent continuu, curent alternativ si regim tranzitoriu.
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8. Continuturi

8.1 Curs
Prezentarea generala a programului Orcad Lite / Micro-Cap 12

Reguli de descriere a elementelor de circuit in Orcad Lite / Micro-Cap
12

Descrierea elementelor de circuit cu doua terminale - R, C, L, V, |
Surse tranzitorii

Surse dependente (comandate)

Simularea SPICE, moduri de simulare

Tipuri de analiza

Rezultatele simularii

Analize Spice cu Orcad Lite / Micro-Cap 12
Simularea de current continuu

Simularea de current alternative

Simularea in timp

Sintaxa si parametrii analizelor

Rezultatul simularii si variabilele de iesire

Parametrii analizei — temperatura

Initializarea valorilor potentialelor din noduri

Modelarea diodei semiconductoare in Orcad Lite /7 Micro-Cap 12
Dioda ideala, caracteristica I-V

Circuitul echivalent de semnal mare,

Modelul fundamental de semnal mare,

Circuitul echivalent de semnal mic si frecvente joase
Aproximatia de semnal mic,

Modelul de semnal mic, extragerea parametrilor de model
Modelarea tranzistorului bipolar cu Orcad Lite / Micro-Cap 12
Principiul de functionare

Caracteristicile 1-V statice in regiunea activa directa
Modelul Ebers-Moll

Efectul Early

Modelul fundamental de semnal mare in RAD
Strapungerea TB

Conditia de semnal mic

Modelul fundamental si complet de semnal mic in RAD
Circuitul echivalent de semnal mic

Extragerea parametrilor de model

Raspunsul in frecventa

Parametrii tipici pentru tranzistoare integrate

Modelarea tranzistorului cu efect de camp cu grila jonctiune (TECJ)
cu Orcad Lite /7 Micro-Cap 12

Structura de baza

Rezistenta canalului

Tensiunea de inchidere

Caracteristicile 1-V statice

Modelul fundamental de semnal mare

Modelul fundamental si complet de semnal mic in regiunea de inchidere
Circuitul echivalent de semnal mic

Raspunsul in frecventa

Parametrii de proces

Modelarea tranzistorului cu efect de camp metal-oxid-semiconductor
(TECMOS) — canal indus cu Orcad Lite / Micro-Cap 12

Structura de baza TECMOS
Tensiunea de prag, caracteristicile 1-V statice
Efectul Early
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Metode de predare

prelegerea,
prelegerea — dezbaterea,
explicatia,
problematizarea,
brainstorming-ul,
reflectia personala,
exercitiul,
dezbaterea,
studiul de caz

Mijloace de invatdmént

slide-uri PPT
videoproiector
laptop
simuldri in PSpice

Observatii
1h

4 h

1
0.5
0.5
0.5

1
0.5
4 h

1
0.5

1

0.25
0.25
0.5
0.5
3h

0.25
0.25
0.5

6 h

4 h

0.25

0.25
0.5

4 h
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Circuitul echivalent de semnal mare in regiunea de saturatie
Modelul fundamental de semnal mare (SPICE)
Conditia de semnal mic

Modelul fundamental si complet de semnal mic in regiunea de saturatie

Circuitul echivalent de semnal mic

Extragerea parametrilor de model
Calculul parametrilor fizici

Raspunsul in frecventa, parametrii de proces

Modelarea tranzistorului cu efect de camp metal-oxid-semiconductor

(TECMOS) — canal initial cu Orcad Lite / Micro-Cap 12 2h
Structura de baza
Formarea straturilor de acumulare si saracire 0.25
Caracteristicile 1-V statice 0.25
Parametrii modelului de TECMOS 1
Modelul static de nivel 2 0.5
Exemple de simulare 2
Bibliografie
1. Puchianu D. - Matreiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/
2. Eugen St. Lakatos, Dan Ct. Puchianu, Proiectare in microelectronica, Ed. Valahia University Press, 2017
3. Eugen St. Lakatos, Dan Ct, Puchianu, Modelare si simulare in SPICE — Manual de laborator, Ed. Valahia University
Press, 2015
4. E. St. Lakatos, N. Olariu, D. Ct. Puchianu, Dispozitive si circuite electronice. Modelare si simulare, Ed. AGIR,
Bucuresti, 2010.
5. E. St. Lakatos, Dispozitive semiconductoare fundamentale, Ed. AGIR, Bucuresti, 2008.
6. Lakatos E. St., Puchianu D. C., Modelare si simulare in SPICE, Ed. Printech, Bucuresti, 2005.
7. D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2003.
8. L. Dobrescu, D.Dobrescu, "Rezolvarea si simularea in SPICE a circuitelor electronice ", Ed. Politehnica Press, ISBN
978-606-9608-26-5, 2022
9. Gh. Brezeanu, Circuite electronice, Ed. Albastrd, Cluj-Napoca, 2000.
10. Gray P. R., Meyer R. G., Circuite integrate analogice — analiza si proiectare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1997.
11. Vladimirescu A., Spice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1999.
12. Gordon W. R., Sedra A. S., Spice, Oxford University Press, New York, 1997.
13. Forty D. P., MOSFET modeling with SPICE: principles and practice, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
14. https://www.orcad.com/resources/download-orcad-lite
15. https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/Itspice-simulator.html
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observatii
Seminar 14 h
Rezolvarea circuitelor cu diode problematizarea, 2
Calculul circuitelor cu tranzistoare (punct static de functionare, amplificare in reflectia personala, 4
current, amplificare in tensiune, rezistentd de intrare si rezistentd de iesire) exercitiul,

Calculul circuitelor cu tranzistoare cu efect de camp (punct static de

dezbaterea,
studiul de caz

functionare, amplificare in current, amplificare in tensiune, rezistentd de

intrare si rezistenta de iesire)

Calculul circuitelor cu tranzistoare MOS (punct static de functionare, 4
amplificare in current, amplificare in tensiune, rezistentd de intrare si

rezistenta de iesire)

Laborator 14 h
Introducere in folosirea programului de simulare Orcad Lite, subprogramul 2
Model Editor
Extragerea parametrilor de model pentru dioda semiconductoare problematizarea, 2
Extragerea parametrilor de model pentru tranzistorul MOS (TECMOS) reflectia personald, 2
Extragerea parametrilor de model pentru tranzistorul ECJ (TECJ) exercitiul, 2
dezbaterea,

Extragerea parametrilor de model pentru tranzistorul bipolar studiul de caz 2
Aplicatii SPICE: circuite cu 1 si 2 tranzistoare 2
Colocviu de laborator 2
Bibliografie

1. Puchianu D. - Matreiale didactice in format electronic pe intranet Valahia http://moodle.fie.valahia.ro/

2.
3.

4.

5.

o

7.

Eugen St. Lakatos, Dan Ct. Puchianu, Proiectare in microelectronica, Ed. Valahia University Press, 2017

Eugen St. Lakatos, Dan Ct, Puchianu, Modelare si simulare in SPICE — Manual de laborator, Ed. Valahia University
Press, 2015

E. St. Lakatos, N. Olariu, D. Ct. Puchianu, Dispozitive si circuite electronice. Modelare si simulare, Ed. AGIR,
Bucuresti, 2010.

E. St. Lakatos, Dispozitive semiconductoare fundamentale, Ed. AGIR, Bucuresti, 2008.

Lakatos E. St., Puchianu D. C., Modelare si simulare in SPICE, Ed. Printech, Bucuresti, 2005.

D. Sachelarie, Bazele dispozitivelor semiconductoare, Ed. MatrixRom, Bucuresti, 2003.
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8. L. Dobrescu, D.Dobrescu, "Rezolvarea si simularea in SPICE a circuitelor electronice ", Ed. Politehnica Press, ISBN
978-606-9608-26-5, 2022

9. Gh. Brezeanu, Circuite electronice, Ed. Albastra, Cluj-Napoca, 2000.

10. Gray P. R., Meyer R. G., Circuite integrate analogice — analiza si proiectare, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1997.

11. Vladimirescu A., Spice, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1999.

12. Gordon W. R., Sedra A. S., Spice, Oxford University Press, New York, 1997.

13. Forty D. P., MOSFET modeling with SPICE: principles and practice, Prentice Hall, New Jersey, 1997.

14. https://www.orcad.com/resources/download-orcad-lite

15. https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/Itspice-simulator.html

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii
epistemice, asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului

Continuturile disciplinei sunt corelate cu cerintele pregatirii ingineresti si cu practicile profesionale din domeniul
electronicii si microelectronicii, prin dezvoltarea cunostintelor si aptitudinilor privind modelarea dispozitivelor
semiconductoare si analiza circuitelor electronice utilizdnd instrumente de simulare SPICE. Studiul modelelor pentru
diode, tranzistoare bipolare, tranzistoare cu efect de camp cu grilda jonctiune si tranzistoare MOS, precum si al
metodelor de extragere a parametrilor de model, contribuie la formarea capacitdtii de evaluare a comportarii electrice
a dispozitivelor si circuitelor. Activitatile de seminar si laborator permit aplicarea metodelor de calcul si utilizarea
OrCAD/PSpice si Micro-Cap pentru simularea circuitelor, verificarea caracteristicilor si interpretarea rezultatelor.
Aptitudinile dobandite sunt relevante pentru activitatile profesionale de analiza, modelare, simulare si verificare a
circuitelor si dispozitivelor electronice, in concordanta cu cerintele mediului profesional.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere din

evaluare nota finala
Cunoasterea principiilor de modelare SPICE, a
caracteristicilor dispozitivelor semiconductoare si a Raspunsuri la
metodelor de extragere a parametrilor; intrebarile din 10%
corectitudinea explicatiilor privind analizele de clasa
10.4 Curs simulare. (C1)

Corectitudinea analizei circuitelor cu diode si
tranzistoare, determinarea parametrilor de .

. e Examen scris 40%
functionare, alegerea modelelor si interpretarea
rezultatelor simularilor. (C1, A1-A2)
Corectitudinea calculelor, configurarii modelelor
SPICE, extragerii parametrilor, realizarii simularilor Referate laborator 40%

si interpretarii rezultatelor; calitatea documentarii
10.5 Seminar/laborator  |activitatilor. (A1-A3, RA1)

Capacitatea de configurare a unui model SPICE,

simulare a unui circuit electronic si verificare a Colocviu laborator 10%s

rezultatelor obtinute. (C1, A2—-A3, RA1)

10.6 Standard minim de performanta

- Identificarea si explicarea principalelor modele SPICE utilizate pentru diode semiconductoare, tranzistoare bipolare
si tranzistoare cu efect de camp. (C1)

- Determinarea punctului static de functionare si a unui parametru de semnal mic pentru un circuit electronic simplu
cu dispozitive semiconductoare. (Al)

- Selectarea unui model SPICE adecvat pentru o dioda sau un tranzistor si identificarea principalilor parametri ai
acestuia. (A2)

- Extragerea sau ajustarea parametrilor unui model SPICE pe baza unor caracteristici electrice date. (A2—A3)

- Realizarea unei simulari in curent continuu, curent alternativ sau regim tranzitoriu pentru un circuit electronic
simplu si interpretarea corecta a rezultatelor. (A3)

- Elaborarea unui referat care sa includa descrierea circuitului, modelul SPICE utilizat, parametrii acestuia,
rezultatele simularii si concluziile formulate, cu respectarea cerintelor de corectitudine si responsabilitate
profesionald. (A1-A3, RA1)

Pentru promovarea disciplinei, studentul trebuie sa obtind minimum 50% din punctajul total cumulat, minimum
50% din punctajul aferent examenului scris si sa promoveze activitatea de laborator.
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Fisa disciplinei corespunde planului de invatamant care se aplica pentru anul I incepand
cu anul universitar 2024-2025, fiind valabila pentru anul universitar 2026-2027.

Data completarii Semnatura titularului de curs Semndtura titularului de laborator
10.09.2026 Conf. univ. dr. ing. Dan-Constantin Dr. ing. Alexandru Marius DINCA
PUCHIANU

Data avizarii in
departament
23.09.2026

Director de departament
Conf. univ. dr. ing. Dan Constantin PUCHIANU

Data avizarii in
Consiliul Facultatii
24.09.2026

Decan
Conf. univ. dr. ing. Nicoleta ANGELESCU
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